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铁电存储器及其制造方法

(57)摘要

本公开涉及一种用于制造铁电存储器的方

法。该方法包括将铁氧层放入弱腐蚀性的氧化性

溶液中，氧化性溶液可以与铁氧层中的碳缺陷快

速反应以去除碳缺陷，并且还可以与铁电层中的

氧空位发生反应，以填充氧空位。通过调控铁电

层中的碳缺陷浓度与氧空位缺陷浓度，可以达到

调控铁电层的铁电极化特性与可靠性的效果。此

外，在可以将多个晶圆一同放入氧化性溶液中同

时进行处理的情形下，可以显著提高生产效率并

且降低制造成本。
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